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【序論】我々 は, イオンプレーティング（IP）法で作製

したＧa添加ZnO（GZO）薄膜をシード層に用いたZnO

ナノロッド（NRs）の化学溶液析出法（CBD）による成

長とp型導電性高分子PEDOT:PSSとのショットキー接

合によるUV光検出特性について報告してきた [1]．本

研究では，大気中での熱処理がZnO NRsのフォトルミ

ネッセンス（PL）特性およびこれを用いたUV光検出器

の光検出特性に及ぼす影響について検討する． 

【実験方法】CBD溶液には，硝酸亜鉛六水和物 とヘキ

サメチレンテトラミンの混合水溶液を用いた．4 wt.% 

Ga2O3含有ZnO焼結体ターゲットを用いて IP法によっ

て成膜された200 nm厚GZO薄膜をシード層に用いた．

バス温度86 °C，成長時間60 minとした．成長後のNRs

には，大気中，300~500℃，20~60 minの熱処理を施した．

UV光検出器は， ZnO NRs層上にPEDOT:PSSをスピン

コーティング法（3000 rpm，30 sec）で塗布後，大気中，

80 °C，20 minの熱処理を施すことで作製した． 

【実験結果】Fig. 1(a)および1(b)には，as-grown ZnO NRs

層，大気中，500℃，60 minの熱処理を施したZnO NRs

層を有するPEDOT:PSS/ZnO NRs/GZOヘテロ接合の暗

状態における電圧-電流密度特性を示す．±5 Vにおける

整流比は，前者で134 であるのに対して，後者では 1.2

と非常に小さく，整流性が消失している．  

 Fig. 2には，PEDOT:PSS/ZnO NRs/GZOヘテロ接合の

370 nmの紫外線照射時の光電流の立ち上がり時間（rise 

time）と照射光遮断時の立ち下がり時間（recovery time）

の ZnO NRs 層の熱処理温度との関係を熱処理時間 20 

minと60 minに対して示している．熱処理時間による顕

著な違いはなく，熱処理温度の上昇とともに立ち上がり

時間は遅くなり，立ち下がり時間は速くなっている． 

 as-grown ZnO NRsの室温PLスペクトルでは，格子間

酸素原子に由来する~600 nm にピークを持つオレンジ

色発光が支配的であった．熱処理を施したZnO NRs の

可視発光のピーク波長は，熱処理時間60 min一定のも

とでは熱処理温度が300℃から 500℃に上昇するとき，

~670 nmから~740 nmへと長波長側にシフトした．  

【謝辞】本研究は，愛媛大学工学部材料デザイン工学コ

ース・先端材料技術・教育・分析センターのXRD装置

及びSEMを利用したものである． 

 [1] T. Terasako et al., Thin Solid Films 677 (2019)109. 

 

Fig. 1 Voltage-current density curves (in dark) for the 

PEDOT:PSS/ZnO NRs/GZO heterostructures with (a) an 

as-grown ZnO NRs layer and (b) an ZnO NRs layer 

annealed at 500 °C for 60 min in the air. 

 

 

 

 

Fig. 2  Relations between the annealing temperature and 

the rise and recovery times of photocurrent taken under 

the irradiation of 370 nm UV light. 
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